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Telefunken Diode BAW76 Datasheet
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Anwendungen: Extrem schnelle Schalter
Abmessungen in mm
wia w='l 8
arhode P e=ES
!
[ i I [ Standard Glasgehiuse
L =8 [=a9 | =30 | 54 A 2 DIN 41 BBOD
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g
Bestempelung: Klartext
Absolute Grenzdaten
Panodischa Spitzensperrspannung e 75 1
Sperrspannung Uy 50 v
StoBdurchlaBstrom
t,=1pus —_— 2000 m
Periodischer DurchlaBspitzenstrom [ - 500 iy
DurchlaBstrom I 300 il
DurchlaBstrom, Mittelwert
Uy=0 b 150 rmud,
Verlustleistung
i=4mm, T =456 P, 440 mw
T,225°C Py 500 mw
Sperrschichttemperatur ]"I 200 o
Lagerungstemperaturberaich T —B5...+ 200 “C
Maximaler Warmewiderstand
Sparrschicht-Umgebung
I=4 mm, T = konstant L 360 KW
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Telefunken Diode BAW76 Datasheet
Kenngrifen Min. Typ. Max.
T =25 =, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
[ =100 mA . 1 W
Sperrstrom
Uy =580V Iy 100 iy
U, =80V, T=150C I 100 [T}
Durchbruchspannung
fy = 5 pA Uam" 75 W
Diodenkapazitét
Uy =0V, f=1MHz, U, =50 mV Gy 1.7 2 pF
Rickwiinserholzelt
ﬂ::=fH=‘IDrnA,r'H=1rrm t, 4 ns
l=10mA U =8V,
iy=1mA R =1000 t 2 ns

"Tl—clm { =0.3ms
T ' T
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